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mlkroanalyzy charakteristického rontge—

vom mikroskope pre

* nového Ziarenia v rastrovacom elektrono-

ziskanie informdcii

o prvkove] distribdcii nehomogennych
vrstevnatych 3truktdr. To sa zistuje
v hlbke 9,5 6um, pri uhle snimania do

30 pri ndxl

ne vzorky nad 457 a urych-

{ovacon napati do dvojndsobku excitad-

nej energie prvku.

$0sob mikroanalyzy

Je moZné pouzit v8ade tam, kde Je
potrebné zistit hlbkovd distribiciu
prvkov vrstevnatyeh Sirukidr v inter-«
vale hlbky 1 nm az 8,5 /um od po-

vrehu,
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Vynélez sa tyka spOsobu prvkovel mikrosnalyz vrstevnatych struktdr.
y J

7o zmeny pocmienolk mikroanalyzy pomocou charakteoristického rontgenového Ziarenia
na rastrovacom elektronovom mikroskope sa ziskajd informdcie o prvkove] distribdcii ne-

nomogénnych vrstevnatych Struktdr.

Pre ziskanic informécii o hibkovej distribdcii prvkov v pevnych ldtkach sa pouziva-
30 predov8etkym chemické a fyzikdlne postupy spotivajlice v analyze tenkych povrchovych
oblasti pri postupnom odstranovani povrchovych vrstiev. Spolofnym nedostatkom tychto me-
tod je ich destruktivny charakter spotivajdci v odstranovani analyzovanej oblasti. Pou-
$itie kolmych, resp. Sikmych rezov vrstevnatého materidlu je viazand na pouZitie lokdl-
nej mikroanalyzy o velri malom;analyzovanom objenme.

Uvedené nevyhody st odstrénené pouZitim prvkove] mikroanalyzy vrstevnatych Struk-
tdr pre ziskanie informdcii o_hibkovej distriblcii prvkov v nehomogénnych vestevnatych
Ztruktdrach podla vyndlezu.

Jeho podstatou je spBsob prvkovej mikroanalyzy vrstevnatyeh Struktdr pri ktorom
sa zistuje hibkovd distribdcia prvkov vrstevnatyech Struktdr v hibke co 8,5 Jum pri uhle
snimania do 300, pri ndklone vzorky do 459 a urychiovacej energii elektronového zvazku
do dvojndsobku excitatne) energie sledovaného orvku,

Vyu?iva sa tak zmena geometrickych podmienock a enérgie primdrnych elekironov pri
mikroanalyze. Pri zmene urféhiovacicho napstia primdrneno elektronového, lida, uhla do-
padu primdrnych elekirdnov a uhla snimania emitovaného rontgenového Ziarenia sa zdkoni-
tym spOsobom meni intenzita snimanéhe charakteristického rontgenavého Ziarenia sledova-
nych prvkov. Z charakteru tychto zimien moZno usudzovat na distribdciu sledovanych prvkov
od povrchu pevnych létok smerom dovndtra vzorky, predovéetkﬁm v oblasti 1 nm aZ 0,5 /um.

Priklad

Pamocou rastrovacieho elektronového mikroskopu Tesla BS 300 a EBX analyzdfora EDAX

91010/60 bola merand zévislost intenzity PKa ¥iarenia emitovaného z povrchu vzerky ocele

. e . . Ny 2 P s v
s ionovo implantovanym fosforom . dévky-lOl? ionov/cm™ od utrychlovacieho napatia

10

-

elektronového zvizku v intervale 7 a? 20 kV, pri pride zvdzku 6,5 . 107~ A. Pri kon=
Stantnom urychiovacom napati 12 kY bola merand uhlovd zdvislost intenzity Ziarenia.
7mena uhla snimania emitovaného Ziarenia bola dosiahnutd rotovanim vzorky okolo zvisle]
0si. Bhol medzi rovinou vzorky a osou rotdcie bol zhodny S clevatnym uhlom detektora:
(v danom pripade 359y, Tymto sp8sobom bol urfeny koncentratny gradient fosforu do hibky
0,3 Jum od povrchu vzorky.

ob analyzy podia vyndlezu moZno vyuZi% viade tom, kde je potrebné ne-

7

Uvedeny spo
pcsobom zistil hibkovd distriblGciu prvkov, ktoré sd dctekovateine vyuzi-’

5
destruktivnym spd
vanou metodou. Vyu?iva sa najdend mo?nost plynulej zmeny uhla snimania emitovaného

rontgenového Ziarenia aj ked detextor Ziarenia Je v glektronovom mikroskope fixne zabu-

dovany.
PATENTOVE NAROKY
~ - e s . . . !
Sp0sab prvkovej mikroanalyzy vrstevnatych Struktdr pre nededtruktivae zistenie
prvkoeve) distribdcie nehomogénnych vrstevnatych Strukidr zmenou geometrickych podmienok

a energie, vyznadujici sa tym, e hibkovd distriblcia prvkov sa zistuje v hibke do
0,5 ,um pri uhle snimania g6 30°, pri ndklone vzorky do 45° a urychiovacom napiti

elektronového zvazku do dvojndsobku excitadne) energie prvku.
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